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Verfahren zum Bearbeiten eines scheibenformigen Werkstuckes 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Bearbeiten eines 
scheibenformigen Werkstuckes zwischen zwei Platten einer 
Bearbeitungsmaschine . Gegenstand der Erfindung ist insbesondere 
eine materialabtragende Bearbeitung einer Halbleiterscheibe in 
einer Polier- oder in einer Lappmaschine . 

Beim Polieren von Haibleiterscheiben unterscheidet man zwischen 
einer Doppelseitenpolitur und einer Einseitenpolitur. Die 
hierfur eingesetzten Maschinen sind marktublich und 
unterscheiden sich insbesondere dadurch, dass bei der 
Einseitenpolitur statt einer oberen, mit Poliertuch belegten 
Arbeitsscheibe eine Tragerplatte vorhanden ist, auf der das 
Werkstuck fixiert wird. Bei der Doppelseitenpolitur und beim 
Lappen sind hingegen zwei Arbeitsscheiben vorgesehen, zwischen 
denen das Werkstuck bearbeitet wird, wobei nur im Falle der 
Doppelseitenpolitur die Arbeitsscheiben mit Poliertuch belegt 
sind. Das Werkstuck wird in einer dafiir vorgesehenen Aussparung 
einer Lauf erscheibe zwischen den Arbeitsscheiben gehalten. 

Weiterhin kann zwischen einer Einscheiben- und einer 
Mehrscheibenbearbeitung unterschieden werden, je nachdem ob ein 
Werkstuck oder mehrere Werkstucke gleichzeitig bearbeitet wer- 
den. Das Lappen und Polieren von Haibleiterscheiben wird wegen 
des dabei erzielbaren hohen Durchsatzes meistens als Mehrschei- 
benbearbeitung durchgefuhrt . Die Erfindung eignet sich sowohl 
fur eine Einscheiben- als auch fur eine Mehrscheibenbearbei- 
tung. 

Urn die gewiinschte materialabtragende und die Ebenheit des 
Werkstucks verbessernde Wirkung zu erzielen, wird dem Werkstuck 
wahrend des Lappens ein Lappmittel und wahrend der Politur ein 
Poliermittel zugefuhrt und das Werkstuck mit einer Gewichts- 
kraft beauf schlagt . Die Gewichtskraf t wird ublicherweise uber 
eine pneumatisch, hydraulisch oder elektrisch arbeitende 
Kraftubertragungseinrichtung ubertragen, die die obere 
Arbeitsscheibe beziehungsweise die Tragerplatte gegen die 
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untere Arbeitsscheibe und das dazwischenliegende Werkstuck 
druckt. Wahrend der lappenden oder polierenden Bearbeitung des 
Werkstucks wird mindestens eine der Arbeit sscheiben 
beziehungsweise mindestens die Tragerplatte urn ihr Zentrum 
5 gedreht . 

In der JP-05177534 A wird ein durchsat zoptimiertes 
Polierverf ahren fur Halbleiterscheiben vorgeschlagen, bei dem 
anfanglich mit einem vergleichsweise hohem Polierdruck poliert 
10 wird, urn einen hohen Materialabtrag zu erzielen, und gegen Ende 
der Politur der Polierdruck deutlich abgesenkt wird, urn die 
Ebenheit der polierten Halbleiterscheiben zu verbessern. 

Die vorliegende Erfindung stellt ein Verfahren zur 
15 materialabtragenden Bearbeitung von ebenen Werkstucken bereit, 
mit dem bei hohen Durchsatzen besonders ebene Werkstucke 
erhaltlich sind. 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Bearbeiten eines 
20 scheibenf ormigen Werkstuckes zwischen zwei Platten, bei dem 

unter dem Einfluss eines zugefuhrten Hilfsstoffes und einer auf 
das Werkstuck einwirkenden Gewichtskraf t Material von dem 
Werkstuck abgetragen wird, dadurch gekennzeichnet , dass die 
Belastung des Werkstucks durch die Gewichtskraf t wahrend des 
jBb Bearbeitens des Werkstucks mindestens einmal deutlich 

verringert und anschlieftend wieder gesteigert wird, und die 
Zufuhr des Hilfsstoffes mit dem Steigern der Gewichtskraf t 
verringert wird . 

30 Das Verfahren eignet sich fur die materialabtragende 

Bearbeitung von scheibenf ormigen Werkstucken aller Art, 
insbesondere jedoch zum Lappen oder Polieren von 
Halbleiterscheiben, die beispielsweise aus Silizium oder aus 
Verbindungshalbleitern bestehen. 

35 

Die Erfindung wird nachfolgend mit Hilfe zweier Figuren am 
Beispiel eines Lappverf ahrens naher erlautert. Die Figuren 
zeigen den zeitlichen Verlauf zweier Prozessparameter , namlich 
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die auf das Werkstuck einwirkende Druckkraft und die Menge des 
Zugef uhrten Lappmittels . 

In Fig.l ist der Verlauf eines konventionellen Verfahrens 
5 dargestellt. Fig. 2 zeigt einen Verlauf, der fur ein Verfahren 
gemaft der Erfindung typisch ist. 

Die Verfahren gemaft Fig.l und Fig. 2 lassen sich in eine 
Startphase, eine Hauptphase und eine Auslaufphase gliedern. 
10 Sie unterscheiden sich dadurch, dass gemafr der Erfindung die 

Gewichtskraf t wahrend des Bearbeitens des Werkstucks mindestens 
einmal deutlich verringert und anschliefrend wieder gesteigert 
wird, und die Zufuhr des Hilfsstoffes mit dem Steigern der 
Gewichtskraf t verringert wird. 

15 

Im konventionellen Verfahren gemaft Fig.l wird die wahrend einer 
Hauptphase konstant gehaltene Lappmittelzuf uhr in einer 
Auslaufphase eingestellt und die auf das Werkstuck einwirkende 
Gewichtskraf t ausgehend vom wahrend der Hauptphase 
20 eingestellten Wert in einer Rampe gegen Null abgesenkt. 

Bei dem erf indungsgemafien Verfahren gemafi Fig. 2 wird vor der 
Auslaufphase die auf das Werkstuck einwirkende Gewichtskraf t 
mindestens einmal fur einige Zeit, bevorzugt 0,5 bis 1 min, 
#5 deutlich abgesenkt und anschlieflend wieder gesteigert. 

Besonders vorteilhaft ist ein Absenken der Gewichtskraf t auf 
mindestens 20% des wahrend der Hauptphase eingestellten Wertes 
und die Ruckkehr zu diesem Wert. Gleichzeitig mit der 
Steigerung der Gewichtskraf t wird die Zufuhr von Lappmittel auf 
30 0 bis 50 % des wahrend der Hauptphase eingestellten Wertes 
verringert, besonders bevorzugt auf 0 bis 30 %. 

Vergleichsbeispiel und Beispiel: 

35 Halbleiterscheiben aus Silicium wurden entsprechend des 
konventionellen Lappprozesses bearbeitet. Andere 
Halbleiterscheiben des gleichen Typs wurden in der gleichen 
weise gelappt, mit der Ausnahme, dass die Gewichtskraf t und die 
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Zufuhr von Lappmittel entsprechend des in Fig. 2 gezeigten 
erf indungsgemafien Verlaufs (EOC process) geandert wurden. Die 
nachfolgende Tabelle zeigt das Ergebnis einer anschlieftend 
durchgef uhrten Ebenheitsmessung, wobei die lokalen 
Ebenheitswerte (GBIR) und die Dickenabweichung von einer 
Zieldicke untersucht wurden. 

Tabelle : 



Data for 


Indices / 
Parameters 


Status 
(process without EOC) 


Status 
(EOC process) 


Geometry data 
(2 Sigma value) 


GBIR [urn] 


1,19 


0,99 


Difference 
Thickness to target 

(2 Sigma value) 


Thickness [um] 


7,3 


6,7 
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Patentanspriiche : 

1. Verfahren zum Bearbeiten eines scheibenf ormigen Werkstuckes 
zwischen zwei Platten, bei dem unter dem Einfluss eines 

5 zugefuhrten Hilfsstoffes und einer auf das Werkstiick 
einwirkenden Gewicht skraf t Material von dem Werkstiick 
abgetragen wird, dadurch gekennzeichnet , dass die Belastung des 
Werkstiicks durch die Gewichtskraf t wahrend des Bearbeitens des 
Werkstucks mindestens einmal deutlich verringert und 
10 anschliefiend wieder gesteigert wird, und die Zufuhr des 

Hilfsstoffes mit dem Steigern der Gewichtskraf t verringert 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
15 Gewichtskraf t auf mindestens 20% ihres ursprunglichen Wertes 

verringert wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Zufuhr des Hilfsstoffes auf 0 bis 50 % ihres ursprunglichen 

20 Wertes verringert wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Werkstiick zwischen einer unteren und 
einer oberen Arbeitsscheibe einer Doppelseiten-Poliermaschine 

^5 und unter Zufiihren eines Poliermittels bearbeitet wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Werkstiick zwischen einer unteren 
Arbeitsscheibe und einer Tragerplatte einer Einseiten- 

30 Poliermaschine und unter Zufiihren eines Poliermittels 
bearbeitet wird. 

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Werkstiick zwischen einer unteren und 

35 einer oberen Arbeitsscheibe einer Lappmaschine und unter 
Zufiihren eines Lappmittels bearbeitet wird. 
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7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, ciadurch 
gekennzeichnet, dass eine Halbleiterscheibe der 
materialabtragenden Bearbeitung unterzogen wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet, dass das Werkstiick zusammen mit anderen 
Werkstiicken der materialabtragenden Bearbeitung unterzogen 
wird. 
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Zusammenf assung 
Verfahren zum Bearbeiten eines scheibenf ormigen Werkstuckes 

5 

Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Bearbeiten eines 
scheibenf ormigen Werkstuckes zwischen zwei Platten, bei dem 
unter dem Einfluss eines zugefuhrten Hilfsstoffes und einer auf 
das Werkstiick einwirkenden Gewichtskraf t Material von dem 

10 Werkstiick abgetragen wird. Dabei wird die Belastung des 

Werkstucks durch die Gewichtskraf t wahrend des Bearbeitens des 

^ Werkstucks mindestens einmal deutlich verringert und 

anschliefiend wieder gesteigert, und die Zufuhr des Hilfsstoffes 
mit dem Steigern der Gewichtskraf t verringert. 

15 
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Fig.2 



